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効果

概要： 巨大異常ホール効果を示すことが知られているMn3Snなどの反強磁性体材

料の、高品質なエピタキシャル薄膜を作製する技術を開発する。作製した薄膜につ
いて、異常ホール効果を系統的に調べることで、そのメカニズムを解明し、薄膜試料
で巨大異常ホール効果を得るための指針を明らかにする。
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期待される研究成果： 大きな異常ホー
ル効果を示す、Mn3Snのエピタキシャル
薄膜を作製し、その結晶方位依存性を
調査する。系統的な異常ホール効果の
測定と理論グループによる解析により、
そのメカニズム解明に迫る。また、
Mn3Sn層への元素ドープにより、異常
ホール効果の増大を目指す。これらの
研究により、薄膜試料における巨大異
常ホール効果が実現され、デバイスへ
の応用が期待される。
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デバイス応用を目指す
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研究成果（実施状況）： フェリ磁性を示
すハーフメタルMn2VAlエピタキシャル薄
膜の作製に成功した[1]。また、バルク
において巨大な異常ホール効果を示す、
Mn3Sn薄膜をスパッタ法により作製した。
その結果、バルクの報告値よりは小さ
いものの、通常の強磁性体に比べて大
きな異常ホール効果が観測された [2]。
今後、エピタキシャル薄膜の作製と詳細
な物性評価により、そのメカニズムの解
明が期待される。

2017年度 報告書 （Web公開用）

AHE curve in Mn100‐xSnx films
Mn3Sn反強磁性体
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研究成果（実施状況）：バルク材料にお
いて巨大な異常ホール効果を示す、
Mn3Sn薄膜をスパッタ法により作製し、
大きな異常ホール効果が観測された
[1]。また、単相のMn3Sn薄膜を得るた
めには、組成の制御が非常に重要であ
ることを明らかにした[2]。その他の有望
な反強磁性体、フェリ磁性体材料として、
規則化PtMn, IrMnおよびMn2VAlの高
品質な薄膜作製技術の開発を行った。

2018年度 報告書 （Web公開用）

主要発表論文等： [1] Tomoki Ikeda et al., APPLIED PHYSICS LETTERS, 113, 222405 (2018)
[2] Tomoki Ikeda et al., IEEE Trans. Magn., accepted
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研究成果（実施状況）：単結晶基板上に
c面配向した、Mn3Snエピタキシャル薄
膜をスパッタ法により作製することに成
功した。作製したエピタキシャル薄膜試
料は、バルク試料と同様な異常ホール
効果の特性を示すことが分かった [1]。
その他の有望な反強磁性体、フェリ磁
性体材料として、L10-PtMn, L12-IrMnお
よびMn2VAlホイスラー合金の高品質な
薄膜を作製し、それらの磁気特性およ
び磁気伝導特性を明らかにした [2]。

2019年度 報告書 （Web公開用）

図. 作製した薄膜のXRD結晶構造解析結果と異常
ホール曲線．薄膜のエピタキシャル成長とバルク
と同様な異常ホール効果の観測に成功．
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研究成果（実施状況）：Mn3Sn合金, L21-
Mn2V(AlGa)合金、L10-PtMn, L12-PtMnお
よびIrMn等の種々の反強磁性・フェリ磁
性規則合金の良質な薄膜試料を作製し、
その異常ホール効果、スピンホール効果
などの磁気伝導特性を系統的に調べた。
特に、L12-PtMn/Cu/NiFe試料では、大き
なスピンホール角の観測がなされた[1]。
また、FCC構造のPtMnとYIGの積層膜にお
いては、スピンゼーベック効果が観測され
た[2]。これら反強磁性規則合金材料は反
強磁性スピントロニクス分野にさらなるブ
レイクスルーをもたらす可能性がある。
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L12-PtMnの結晶・
磁気構造

tPtMn = 50 nm

L12-PtMn/Cu/Py試料で
観測したST-FMR信号
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